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Diodes

Partie 7 : Tableaux de caractéristiques

Les tableaux ci-apres donnent un apercu

des principales caractéristiques des

@ diodes au germanium pour usages géné-
raux et spéciaux

@ diodes au silicium pour usages généraux
et spéciaux

@ diodes a capacité variable

® diodes zener

Désignation

Diodes d’usage général :

2 lettres et 3 chiffres

(p. ex. BA 282)

Diodes pour emplois spéciaux :
3 lettres et 2 chiffres

(p. ex. BAY 44)

Premiere lettre :

= diode au germanium

= diode au silicium

= arséniure de gallium ou autre matériau

= diode semiconductrice (photo, 2 effet

Hall)

oW

Deuxieme letire :
= diode d’emploi général, sauf quelques
exceptions
= diode 2 capacité variable (capacité
de jonction)
diodes tunnel
Photoélément

diodes électroluminescentes

OE W
I

= Redresseur de puissance commandé
diodes varactor, multiplicateurs
diodes de puissance (booster)
diodes zener, diodes de référence.

N = o< =
Il

Les chiffres placés apres les 2 ou 3 lettres
ne sont destinés qu’a la monenclature et
n’ont aucune signification technique. Pour
les diodes zener, la désignation est suivie
de suffixes donnant la tolérance sur la tension
zener et la valeur de cette tension. Dans
le systtme Pro-Electron, ces suffixes ont
la signification suivante :

A = & 1% de tolérance sur la tension zener
B = % 2% de tolérance sur la tension zener
C = % 5% de tolérance sur le tension zener
D = £ 10% de tolérance sur la tension zener

Exemple :
BZY97C8V2 = BZY97 type de base,

C = =% 5% de tolérances sur la tension zener

de 8,2 V.

Les caractéristiques données dans les ta-
bleaux se subdivisent en grandeurs caracté-
ristiques et en valeurs limites. Les grandeurs
caractéristiques sont des valeurs typiques,
qui indiquent les conditions de fonctionne-
ment normal du composant. Les valeurs
limites ne doivent en aucun cas étre dépassées
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pour ne pas risquer la destruction du compo-
sant. Il convient de veiller particulierement
aux valeurs admissibles pour les tensions,
les courants, les puissances et les tempé-
ratures. Les diodes de redressement et de
protection peuvent étre controlées a I'aide
d’un simple multimetre. On place I'appareil
sur une faible gamme de mesure des résis-
tances (p. ex. 1KQ de déviation totale),
et on mesure la diode en sens direct et
inverse. En sens direct, I'appareil n’indique
pas de résistance (quelques ohms), en sens
inverse la résistance est tres forte (plu-
sieurs MQ).

Partie 7 : Tableaux de caractéristiques

Selon les emplois envisagés, les diodes
sont livrées dans divers boitiers. Les petites
diodes universelles sont sous boitier verre
ou plastique a sorties axiales. Mais il existe
aussi des boitiers métalliques pour les diodes
de forte puissance, qui peuvent étre refroidis.
Pour le montage sur circuits imprimés, il
existe des diodes, avec sorties & entraxes
normalisés.

Boitiers de diodes, verre: D0-34, DO-35,
DO-41, DO-41 S

Abréviations courantes dans les feuilles de caractéristiques

A = anode T,
I, = courant direct Ty
I, = courant inverse

K = cathode t
P, = puissance dissipée U
R,, = résistance thermique U
T = témpérature .
T, = température du boitier Uy
T, température de la jonction .

température ambiante

coefficient de température de la tension
zener d’une diode zener

temps

tension

tension de claquage

tension directe

tension inverse

tension de zener

[

T T T |

Diodes au germanium

Type Tension Courant Puissance Tension Boitier
inverse direct dissipée directe
AA113 60V 10mA 110 mW 1,1V DO-7
AA116 20V 30mA — 1,0V DO-7
AA117 NV 50 mA - 1,2V DO-7
AA118 1AV 50mA - 1,05V DO-7
AA119 30V 35mA - 1,5V DO-7
AA 143 25V 60 mA — 0,33V DO-7
AA144 W0V 10mA - 1.0V DO-7
GD 731 40V 50mA — <1,0V Spécial
GD 741 40V 50mA - <10V DO-7
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Diodes au silicium (suite)

Partie 7 : Tableaux de caractéristiques

Type Tension Courant Puissance Tension Boitier
inverse direct dissipée directe
IN458A 150V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
IN459A 200V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
IN483 A 70V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
1IN 483 B 80V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
IN484 A 150V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
1IN 484 B 150V 150mA 400 mW 1,0V <250nA  DO-35
1N 485 200V 150mA 400 mW 1,0V <250nA DO-35
IN485A 200V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
IN485B 200V 150 mA 400 mW 1,0V < 25nA DO-35
1IN 486 250V 150 mA 400 mW 1,1V <250nA  DO-35
1IN 486 B 250V 150 mA 400 mW 1,1V < 25nA DO-35
1IN 914 100V 75mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
INO916 100V 75 mA 500 mW < 25nA DO-35
1IN 4148 100V 150 mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
1N 4149 100V 150 mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
1IN 4150 50V 200mA 500 mW 1,0V <100nA  DO-35
1N 4151 75V 150 mA 500 mW 1,0V < 50nA DO-35
1IN 4152 40V 150 mA 400 mW 0,55V < 50nA DO-35
1N 4153 5V 150 mA 400 mW 0,55V < 50nA DO-35
1IN 4154 35V 150 mA 500mW 1,0V <100nA  DO-35
1N 4305 75V 150mA 400 mW 0,58V <100nA DO-35
1N 4446 100V 150 mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
1N 4447 100V 150 mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
1N 4448 100V 150 mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
1N 4449 100V 150 mA 500 mW 1,0V < 25nA DO-35
1N 4450 40V 150 mA 400 mW 0,54V < 50nA DO-35
1N 4451 40V 150mA 400 mW 0,50V < 50nA DO-35
1N 4453 0V 150 mA 400 mW 0,55V < 50nA DO-35
1N 4454 75V 150mA 400 mW 1,0V <100nA  DO-35
BA 127D 60V 100 mA 250 mW <1,1V < 1uA DO-35
BA 243 35V — - <1,0V <100nA  DO-35
BA 244 35V - - <1,0V <100nA  DO-35
BA 282 35V - — =10V <100nA  DO-35
BA 283 35V - - =1,0V <100nA  DO-35
BAX12 0V - - =0,90V =100nA  DO-35
BAY 41 40V - - <1,0V < 50nA DO-7
BAY 42 60V -~ — <1,0V < 50nA DO-7
BAY 43 80V - - <1,0V < 50nA DO-7
BAY 44 50V - - <1,1V <0,2 uA DO-7
BAY 45 150V - - <1,1V <0,2 uA DO-7
BAY 46 300V - - <1,1V <0,2 uA DO-7 g



